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© Schaltungsanordnung zur Bereichsumschaltung in Tunern. 

© Zur Hochfrequenzverstarkung weisen Tuner im 
allgemeinen Vorstufen (1, 1', 1") mit MOS-fetroden 
(4) fijr jeden Teilbereich ; des Tuners auf. Erfindungs- 
gemafi wird die Umschaltung dadurch erreicht, daB 
der Sourceanschiufl (S) der zu aktivierenden Vorstu- 
fe (1) uber einen Widerstand (10) durch eine Schait- 
einrichtung (9) auf Bezugspotential schattbar ist. , 
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Die Erfindung betrifft eine Schaltungsanord- 
nung zur Bereichsumschaltung in Tunern mit den 
Merkmalen des Oberbegriffs des Anspruches 1 . 

In Fernsehtunern sind ublicherweise zwei Oder 
drei elektrisch weitgehend unabhangig voneinander 
betriebene Teiltuner enthalten, die die Fernsehfre- 
quenzbereiche in den VHF-Bandern und im UHF- 
Band abdecken. 

Herkommiiche Tuner benutzen fur die zwei 
odor drei VHF-Bereiche gemeinsame Schwingkrei- 
se, deren Teilinduktivitaten .fur die Bereichsum- 
schaltung mittels gleichspannungsgesteuerter 
Schalterdioden umgeschaltet werden. Die Umschal- 
tung zwischen dem VHF- und dem UHF-Bereich 
wird mittels pnp-Schaltertransistoren durchgefuhrt, 
die mit ihren Emittern an die Versorgungsspan- 
nungsklemme geschattet sind und an deren Kollek- 
toren die Teiltuner liegen. Die Basisanschliisse 
sind mit Schaltausgangen einer integrierten Schal- 
tung, im allgemeinen einer PLL-Schaltung, verbun- 
den. Diese Schaltausgange sind strombegrenzte 
Open-Kollektor-Ausgange, die bei der Auswahl ei- 
nes Bereichs durch die Bedienelemente des Fern- 
sehgerates niederohniig werden und uber den ent- 
sprechenden Schaltertransistor den Teiltuner mit 
Spannung versorgen. Eine interne Strombegren- 
zung in der integrierten Schaltung verhindert dabei 
einen zu hohen Basisstrom des Schaltertransistors. 
Die Umschaltung der VHF-Bereiche erfolgt da- 
durch, dafi der von der integrierten Schaltung an- 
gesteuerte Schaltertransistor die zur Aktivierung 
der Schalterdioden notwendigen Strome aufbringt. 

Hyperbandtuner, also Tuner die auch das in 
Kabelnetzen verteilte Hyperband mit dem Fre- 
quenzbereich 300 bis 470 MHz abdecken, beste- 
hen in der Regel aus drei elektrisch unabhangigen 
Teiltunern. Die Band- Oder Bereichsumschaltung 
der abgestimmteh Schwingkreise wird wegen der 
grofien abzustimmenden Frequenzbereiche in der 
Regel nicht mit Schalterdioden durchgefuhrt. Dage- 
gen werden direkt am Antehneneingang Schalter- 
dioden eingesetzt, die nur'deh gerade ausgewahl- 
ten Bereich an den Antennehanschlufl des Fern- 
sehgerates schalten. Die Umschaltung der Teiltu- 
ner und der Schalterdioden erfolgt - wie oben be- 
schrieben - mittels Schaltertransistoren. 

In vielen Hyperbandtunern wird heute eine inte- 
grierte Schaltung eingesetzt, die fur jeden Teilbe- 
reich einen Mischer und einen Oszillator enthalt. In 
diese integrierte Schaltung ist auch eine Schaltein- 
richtung integriert, die durch Anlegen eines be- 
stimmten Steuersignales, beispielsweise Span- 
nungspegets, den gewunschten Mischer und Oszil- 
lator einschaltet. Das Steuersignal kann beispiels- 
weise uber entsprechend ausgelegte Spannungs- 
teiler aus umgeschalteten Betriebsspannungen fur 
die Teiltuner abgeleitet werden. Die Schaltertransi- 
storen schalten in diesem Fall nur noch den Strom 



der Schalterdioden und die Betriebsspannung der 
Vorstufen des Tuners, in die ublicherweise MOS- 
Tetroden zur Verstarkung der Hochfrequenz einge- 
setzt werden. Zwei Schaltungsanordnungen zur Be- 

5 reichsumschaltung in Fernsehtunern mit MOS-Te- 
troden und einer integrierten Schaltung zur 
VHF/UHF-Umschaltung sind beispielsweise auf den 
Seiten 767 und 768 des Siemens Datenbuches 
1986/87 "ICs fur die Unterhaltungselektronik" ge- 

w zeigt. 

Dariiber hinaus ist ein Hyperbandtuner unter 
der Bezeichnung UV 816 von Philips bekannt, der 
keine Schaltertransistoren benotigt. Dies wird durch 
eine integrierte Schalteinrichtung mit nicht strom- 

?5 begrenzten Schaltausgangen erreicht, uber die die 
ersten Gateanschliisse der nicht eingeschalteten 
MOS-Tetroden auf Masse geschaltet werden. Da- 
mit werden diese MOS-Tetroden stromlos und ver- 
lieren ihre Verstarkung. Nur die MOS-Tetrode des 

20 aktiven Bereichs bleibt eingeschaltet, indem der 
daftir vorgesehene Schaltausgang der integrierten 
Schalteinrichtung hochohmig und damit inaktiv 
bleibt. Nachteilig bei diesem Prinzip ist: 
Ein solcher Tuner benotigt zu seiner Steuerung 

25 eine Steuereinrichtung, also z. B. einen Mikropro- 
zessor des Femsehgerates, mit einer anderen Soft- 
ware als bei den bisher benutzten oben beschrie- 
benen Tunern, da einerseits andere Schaltausgan- 
ge der integrierten Schalteinrichtung notwendig und 

30 andererseits eine in ihrer Polaritat entgegengesetz- 
te Schaltlogik eingesetzt werden mufl. Damit ist ein 
solcher Tuner zu den bisher bekannten Tunern 
nicht kompatjbel. 

Die von diesen Tunern benutzten Schaltaus- 

35 gange der integrierten Schaltung konnen nicht zu- 
satzlich - entgegen dem heute Ciblichen Standard - 
fur Schaltaufgaben auBerhalb des Tuners genutzt 
werden. 

Der Erfindung liegt deshalb die Aufgabe zu- 
40 grunde, eine Schaltungsanordnung zur Bereichs- 
umschaltung in Tunern anzugeben, die mit den 
bisherigen Tunern funktions- und softwarekompati- 
bel und dferen Schaltungsaufwand und Platzbedarf 
gegenuber den bisher bekannten Schaltungen re- 
45 duziert ist 

Die Erfindung wird im folgenden anhand von 
zwei Figuren beispielhaft fiir die Bereichsumschal- 
tung zum VHF l-Bereich naher eriautert. FDr die 
anderen Bereiche, z. B. VHF II und UHF, sind die 
so Schaltungsanordnungen analog aufgebaut. Es zei- 
gen: 

FIG 1 eine bekannte Schaltungsanordnung 
zur Bereichsumschaltung in Tunern 
mit Schaltertransistoren und 
55 FIG 2 eine erfindungsgemafle Schaltungsan- 

ordnung zur Bereichsumschaltung in 
Tunern mit MOS-Tetroden, deren 
Sourceanschlusse auf Bezugspotential 
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schaltbar sind. 
In FIG 1 ist die Eingangsstufe eines bekannten 
Fernsehtuners dargestellt Die Eingangsstufe weist 
drei Vorstufen 1,1' und 1" mit MOS-Tetroden 4 
zur Verstarkung eines an eine Klemme 20 anzule- 
genden Antennensignals auf. Ober ein Koppelglied 
21, z. B. einen Koppelkondensator, gelangt dieses 
Antennensignal an die Kathoden von drei Schalter- 
dioden 37, 37' und 37", deren Anoden mit jeweils 
einer Eingangsklemme 7, 7', 7" der Vorstufen 1, 
1 'und 1 " verbunden sind. An deren Ausgangsklem- 
men 8, 8' und 8" ist ein fur jeden Bereich der 
jeweiligen Vorstufe 1, 1' und 1" hochfrequenzver- 
starktes Signal abgreifbar. Der besseren Ubersicht- 
lichkeit wegen ist nur die Vorstufe 1 fur einen 
ersten Bereich, hier z. B. den VHF l-Bereich, mit 
seinen einzelnen Schaltungskomponenten detailliert 
dargestellt, wie diese an sich auch aus dem ein- 
gangs erwahnten Siemens Datenbuch 1986/87 be- 
kannt sind. Im folgenden wird deshalb auf die 
Schaltungsanordnung nur insoweit eingegangen, 
als es fur das Verstandnis der Erfindung notwendig 
ist. ■• 

. Der SourceanschluC S der MOS-Tetrode 4 ist 
mit dem Verbindungspunkt eines ersten Span- 
nungsteilers 15. und der erste GateanschluB G1 mit 
dem Verbindungspunkt eines zweiten Spannungs- 
teilers 16 zur Arbeitspunkteinstellung verbunden. 
Beide Spannungsteiler .15 und 16 liegen zwischen 
einer Bezugspotentialklemme 6 und einer Klemme 
43, die tiber einen pnp-Schalttransistor 40 an eine 
Versorgungspotentialklemme 5 mit angelegter posi- 
tiver Spannung schaltbar ist. Dazu ist der Kollektor- 
anschlufl dieses pnp-Schalttranistors 4° mit der 
■ Klemme 43 und dessen BasisanschluB uber einen 
...Basiswiderstand 42 an einen Schaltausgang 14 ei- 
, n ^ - ner Schalteinrichtung 9 gelegt. Der EmitteranschluB 
des pnp-Schalttransistors 40 ist einerseits uber ei- 
nen Emitterwiderstand 41 mit dem BasisanschluB 
. des pnp-Schalttransistors 40 und andererseits mit 
.der Versorgungspotentialklemme 5 in Verbindung. 
: ~ Gesteuert wird der Schaltausgang, .1 4 der. Schaltein- 
richtung 9 uber einen. oder mehrere Steueran- 
schlusse 1l.mittels eines oder mehrerer Steuersi- 
gnale. Zusatzlich ist die Anode der Schalterdiode 
37 uber einen Widerstand 39 an die Klemme 43 
der Vorstufe 1 angeschlossen. 

Wird nach MaBgabe des oder der an den oder 
die Steueranschlusse 1 1 angelegten Steuersignales 
bzw. Steuersignale der Schaltausgang 14 der 
Schalteinrichtung 9 bei der Auswahl des VHF I- 
Bereiches durch Bedienelemente im Fernsehgerat 
niederohmig, also auf Bezugspotential geschaltet, 
so schaltet der pnp-Schalttransistor 40 ein. Die 
positive Spannung an der Versorgungspotential- 
klemme 5 gelangt damit an die Klemme 43, wc~ 
durch die Vorstufe 1 an die positive Spannung 
gelegt und damit aktjviert wird. Zugleich wird die 
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Schalterdiode 37 leitend, da jetzt deren Kathode 
negath/er als deren Anode isL Den Strom zum 
Schalten dieser Schalterdiode 37 liefert der pnp- 
Schalttransistor 40. Das an der Klemme 20 anlie- 

5 gende und zu verstarkende Antennensignal wird 
somit in der Vorstufe 1 verstarkt und steht an der 
Ausgangsklemme 8 zur Verfugung. 

Das Umschalten auf die anderen Bereiche, hier 
also die beiden Vorstufen 1' und 1" fur den VHF II- 

io und UHF-Bereich erfolgt in analoger Weise Liber 
die Schaltausgange 14' und 14" der Schalteinrich- 
tung 9 wie zusatzlich noch durch die mit den 
Bezugszeichen 7', 37", 40', 41', 42' und 43' sowie 
7", 37", 40", 41", 42" und 43" bezeichneten 

75 Schaltungskomponenten dargestellt ist Gleiche Zif- 
fem der Bezugszeichen bezeichnen dabei analoge 
Schaltelemente. Bei niederohmigem Schaltausgang 
14' wird also die Vorstufe 1' aktiv, wahrend bei 
niederohmigem Schaltausgang 14" die Vorstufe 1" 

20 tiber den dann eingeschalteten pnprSchalttransistor 
40" an die Versorgungspotentialklemme 5 geschal- 
tet wird und damit als Verstarker arbeitet. 

Die Schaltausgange 14, 14' und 14" der 
Schalteinrichtung 9 sind strombegrenzte Open-Kol- 

25 lektor Ausgange. Eine Strombegrenzung in der 
Schalteinrichtung .9 verhindert einen zu hohen Ba- 
sisstrom der. pnp-Schalttransistoren 40, 40' und 
40". 

In FIG 2 ist ein Ausfuhrungsbeispiel fur eine 

30 erfindungsgemaBe Schaltungsanordnung zur Be- 
reichsumschaltung in Tunern dargestellt' Gleiche 
Bezugszeichen wie in FIG 1 weisen auf gleiche 
Schaltungselemente hin. Anders als in FIG 1 sind 
jetzt drei Schalterdioden 17, 17' und 17" mit ihren 

35 Anoden an den . Koppelkondensator 21 geschaltet 
und deren Kathoden mit jeweiis. einer Eingangs- 
klemme 7, T und 7" der Vorstufen 1, 1' und 1" 
verbunden. Diese Schalterdioden 17, 17', 17" sind 
- wie spater noch erlautert wird r fUr. die Erfindung 

40 nicht unbedirigt erforderlich. , . , , , 

Daruber. ; hinaus ist erfindungsgem§B im Gegen- 
satz zu der in FIG 1 dargestellten Schaltungsanord- 
nung der SourceanschluB S der MOS-Tetrode 4 
uber einen yViderstand 10 und die. Klemme 2 mit 

45 einem Schaltausgang 12 der Schalteinrichtung 9 in 
Verbindung. 

Nach MaBgabe eines Oder mehrerer an eine 
oder mehrere Steuerklemmen 11 der Schalteinrich- 
tung 9 anzulegenden Steuersignals bzw. Steuersi- 

50 gnale kann dieser Schaltausgang 12 der Schaltein- 
richtung 9 auf Bezugspotential geschaltet und da- 
mit mit der Bezugspotentialklemme 6 verbunden 
werden, wodurch die MOS-Tetrode 4 und damit die 
Vorstufe 1 aktivierbar ist. 

55 Damit die MOS-Tetrode 4 ausgeschaltet ist, 

wenn der Schaltausgang 12 nicht auf Bezugspoten- 
tial liegt, sind zwei aufeinander abgestimmte und 
zwischen die Versorgungspotentialklemme 5 und 

3 
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Bezugspotentialklemme 6 geschaltete Spannungs- 
teiler an die MOS-Tetrode 4 geschaltet. Der erste 
beispielsweise aus zwei Widerstanden bestehende 
Spannungsteiler 15 ist mit seinem Verbindungs- 
punkt an den Sourceanschlufi S und der zweite 
beispielsweise aus zwei Widerstanden bestehende 
Spannungsteiler 16 mit seinem Verbindungspunkt 
an einen ersten Gateanschlufi G1 der MOS-Tetrode 
4 geschaltet. Der erste Spannungsteiler 15 und 
zweite Spannungsteiler 16 sind dabei so einge- 
stellt, da/3 am Sourceanschlufi S der MOS-Tetrode 
4 eine negative Spannung erreicht wird, die einer- 
seits grofl genug ist, einen sich in der MOS-Tetro- 
de 4 ausbildenden Kanal abzuschnuren und ande- 
rerseits unterhalb der Ansprechschwelle von an 
den ersten Gateanschlufi G1 und zweiten Gatean- 
schlufi G2 der MOS-Tetrode 4 geschaltete Schutz- 
dioden bleibt. 

Solange der Schaltausgang 12 noch nicht auf 
Bezugspotential geschaltet ist, ist die MOS-Tetrode 
4 stromlos und eine HF-Verstarkung nicht moglich. 
Soil dagegen die Vorstufe 1 aktiviert werden, wird 
der Schaltausgang 12 der Schalteinrichtung 9 nach 
Mafigabe eines Oder mehrerer an eine oder mehre- 
re Eingangsklerrimen 11 der Schalteinrichtung 9 
anzulegende Steuersignale auf Bezugspotential ge- 
schaltet und damit der Sourceanschlufi S der MOS- 
Tetrode 4 uber den Widerstand 10 mit der Bezugs- 
potentialklemme 6 verbunden. Dieser Widerstand 
10, der zu einem Widerstand des ersten Span- 
nungsteiler 15 parallel geschaltet ist, ist vorteilhaf- 
terwetse so bemessen, dafi sich der ftir optimale 
Verstarkung vorgesehene Arbeitspunkt der MOS- 
Tetrode 4 einstellt. 

Zusatzlich ist es von Vorteil, aber nicht zwin- 
gend, dafi die bereits erwahnte Schalterdiode 17 
vorgesehen ist und mit ihrer Kathode an die Ein- 
gangsklemme 7 der Vorstufe 1 geschaltet und uber 
einen im Vergleich zur Eingangsimpedanz der Vor- 
stufe 1 hochohmigen Widerstand 18 mit dem 
Schaltausgang 12 der Schalteinrichtung 9 verbun- 
den ist und dafi ein dritter zwischen die Versor^ 
gungspotentialklemme 5 und BezugspotentiaJklem- 
me 6 geschaltete Spannungsteiler 19 vorgesehen 
ist, der mit seinem Verbindungspunkt an die Anode 
der Schalterdiode 17 geschaltet ist. 

Diese Maflnahme bewirkt, da/3 - solange der 
Schaltausgang 12 nicht auf Bezugspotential liegt - 
die Schalterdiode 17 sperrt und damit an die Ein- 
gangsklemme 7 der Vorstufe 1 kein Antennensignal 
gelangt. Die Schalterdiode 17 sperrt diesen Be- 
reich, da die Anode der Schalterdiode 17 durch 
den dritten Spannungsteiler 19 negativer als die 
Kathode ist. welche uber einen zwischen die Katho- 
de der Schalterdiode 17 und dem Schaltausgang 
12 geschalteten Widerstand 18 sowie den Wider- 
stand 10 am Sourceanschlufi S der MOS-Tetrode 4 
liegt. 



Wird dagegen die Vorstufe 1 aktiviert, und da- 
mit die MOS-Tetrode 4 dieser Vorstufe 1 einge- 
schaltet, indem der Schaltausgang 12 der Schalt- 
einrichtung 9 auf Bezugspotential gelegt wird, so 
5 fuhrt die Schalterdiode 17 Strom, da deren Ano- 
denpotential positiver als deren Kathodenpotential 
wird. 

Die weiteren Vorstufen 1' und 1" der ubrigen 
im Tuner vorgesehen Bereiche konnen - wie in FIG 

70 2 dargestellt - in gleicher Weise an weitere Schalt- 
ausgange 12' und 12" der Schalteinrichtung 9 ge- 
schaltet und Uber weitere Schalterdioden 17' und 
17" an den Koppelkondensator 21 der Antennen- 
eingangsklemme 20 geschaltet werden. Die Schalt- 

rs ausgange 12' und 12" sind mit den Klemmen 2' 
und 2" der Vorstufen 1* und 1" zu verbinden, die 
selbst wiederum iib'er je einen Widerstand an den 
Sourceanschlufi der jeweiligen MOS-Tetrode der 
Vorstufe 1' und 1" angeschlossen sind. Daruber 

20 hinaus sind auch bei diesen zwei Vorstufen 1 ' und 
1" wieder jeweils ein Widerstand 18' und 18" zwi- 
schen die Kathode der Schalterdioden 17' und 17" 
und die Eingangsklemme 2' und 2" der Vorstufen 
1" und 1" geschaltet. Zwischen den Vorstufen 1,1' 

25 . und 1 " und damit den Bereicheri VHF I, VHF II und 
UHF wird uber die Schaltausgange 12, 12' und 12" 
der Schaltereinrichtung 9 umgeschaltet, je nach 
dem welcher dieser Schaltausgange 12, 12' und 
12" gerade nach Mafigabe des an 11 angelegten 

30 Steuersignals an der Schalteinrichtung 9 auf Be- 
zugspotential liegt. 

Als Schalteinrichtung 9 eignet sich besonders 
eine integrierte Schaltung, deren fur die Bereichs- 
umschaltung notwendigen Schaltausgange 12, 12' 

35 und 12" keine Strombegrenzung aufweisen mus- 
sen. Besonders vorteilhaft dabei ist, dafi die An- 
steuerung der Schaltausgange 12, 12' und 12" 
kompatibel zur Steuersoftware der bisherigen Tu- 
ner aiisgebildet seiri kann. Die Schalteinrichtung 9 

40 kann daruber hinaus beispielsweise in einer inte- 
grierten PLL (phase-locked-loop)-Schaltung enthal- 
ten seinl die z. B. alle fur eine Frequenzeinstelung 
und Bandumschaltung notwendigen Stufen auf- 
weist. • • ■ 

45 Es hat sich herausgestellt, dafi in der Schalt- 

einrichtung 9 vorgesehene Schalttransistoren zum 
Ansteuern der Schaltausgange 12, 12' und 12" so 
bemessen sein sollten, dafi sie bei einer Span- 
nungsfestigkeit von etwa 12 V einen Strom von 

so etwa 25 mA schaKen konnen. 

Das Prinzip der vorliegenden Erfindung und 
damit die Abschaltung einer Vorstufe uber das 
Sourcepotential einer MOS-Tetrode ist fur samtli- 
che Tuner geeignet, insbesondere solchen mit 

55 VHF-Schwingkreisen, die mit Schalterdioden urn- 
schaltbar sind aber auch solchen, die ohne Schal- 
terdioden arbeiten. 

Der wesentlichste Vorteil der Erfindung liegt 
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darin, daB die Schaltungsanordnung zur Bereichs- 
umschaltung des Tuners zu den bisherigen Schal- 
tungsanordnungen funktions- und softwarekompati- 
bel ist und deren Schaltungsaufwand und Platzbe- 
darf gegenuber den bisher bekannten Schaltungs- 
anordnungen reduziert ist. 

Patentanspriiche 

1. Schaltungsanordnung zur Bereichsumschal- 
tung in Tunern mit mindestens zwei Bereichen 
fQr die jeweils eine eine MOS-Tetrode (4) auf- 
weisende und zwischen eine Versorgungspo- 
tentialklemme (5) und Bezugspotentlalklemme 
(6) geschaltete Vorstufe (1, 1*. 1") mit einer 
Eingangsklemme (7) und einer Ausgangsklem- 
me (8) vorgesehen sind, wobei jede MOS- 
Tetrode (4) Ober eine Schalteinrichtung (9) ak- 
tivierbar ist, 

dadurch gekennzeichnet, 

daB mindestens die MOS-Tetrode (4) einer 
Vorstufe (1, 1\ 1") mit ihrem SourceanschluB 
(S) uber einen Widerstand (10) an einen an die 
Bezugspotentialklemme (6) schaltbaren Schalt- 
ausgang (12, 12', 12") .der Schalteinrichtung 
(9) geschaltet ist. 

2. . Schaltungsanordnung nach Anspruch 1, 
. dadurch gekennzeichnet, 

dafl ein erster zwischen die Versorgungspoten- 
tialklemme (5) und Bezugspotentialklemme (6) 
geschalteter Spannungsteiler (15) mit seinem 
Verbindungspunkt an den SourceanschluB (S) 
und ein zweiter zwischen die Versorgungspo- 
tentialklemme (5) und Bezugspotentialklemme 
j (6) geschalteter Spannungsteiler (16) mit sei- 
nem Verbindungspunkt an einen ersten Gate- 
anschufl <G1.) der MOS-Tetrode (4) geschaltet 
ist, wobei der erste Spannungsteiler (15) und 
zweite Spannungsteiler (16) so gewahlt sind, 
daB am SourceanschluB (S) eine negative 
Spahnung erreicht wifd, die einerseits groB ge- 
nug ist, einen in der MOS Tetrode (4) sich 
ausbildenden Kanal abzuschnOren und ande- 
rerseits unterhalb der Ansprechschwelle von 
an den ersten GateanschluB (G1) und zweiten 
GateanschluB (G2) der MOS-Tetrode (4) ge- 
schaltete Schutzdioden bleibt. 



potentialklemme (5) und Bezugspotentialklem- 
me (6) geschalteter Spannungsteiler (19) vor- 
gesehen ist, der mit seinem Verbindungspunkt 
an die Anode der Schalterdiode (1 7) geschaltet 
5 ist, wobei die Anode iiber ein Koppelglied (21) 

mit einer Klemme (20) zur Einspeisung eines 
HF-Signales verbunden ist. 

4. Schaltungsanordnung nach einem der Anspru- 
io che 1 bis 3, 

dadurch gekennzeichnet, 

dafl die Schalteinrichtung (9) als integrierte 

Schaltung ausgebildet ist. 

75 5. Schaltungsanordnung nach Anspruch 4, 
dadurch gekennzeichnet, 
dafl die integrierte Schaltung samtliche fur 
eine Frequenzeinstellung und Bereichsum- 
schaltung notwendigen Stufen aufweist. 

20 

6. Schaltungsanordnung nach einem der, Anspru- 
che 1 bis. 5, 

dadurch gekennzeichnet, 

dafl der an den SourceanschluB (S) der MOS- 
25 Tetrode (4) geschaltete Widerstand (10) so be- 

messen ist, daB sich der fur optimale Verstar- 
kung vorgesehene Arbeitspunkt der MOS-Te- 
trode (4) einstellt. 

30 



35 



3. Schaltungsanordnung nach Anspruch 1 oder 2, 50 
dadurch gekennzeichnet, 
daB eine Schalterdiode (17) mit ihrer Kathode 
an die Eingangsklemme (7) der Vorstufe (1) 
geschaltet und uber einen im Vergleich zur 
Eingangsimpedanz der Vorstufe (1) hochohmi- 55 
gen Widerstand (18) mit dem Signalausgang 
(12) der Schalteinrichtung (9) verbunden ist 
und daB ein dritter zwischen die Versorgungs- 
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